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@ Dispositif de cathode a decharge et proedde pour sa fabrication. 

(57) La presente invention concerne un dispositif de ca- 
rMde a decharge comprenant un substrat (4); une couche 
d'aluminium (5) formee sur le substrat (41. et une couche 
d'hexaborure de lanthanide ou d'yttnum (6) formee sur la 
couche d'aluminium (5). 

Elle concerne aussi un procedd pour fabnquer ce dispo- 
sitif et un dispositif d'affichage a decharge de gaz compre- 
nant ledit dispositif de cathode. Ce dispositif de cathode 
comprenant une structure a couches multiples possede 
d'excellentes proprietes de conductivit6, de souplesse et 
de resistance a I'oxydation thermique, et il peut aussi etre 
fabrique a cout reduit. Le dispositif d'affichage a decharge 
de gaz presente une isolation remarquable et peut etre fa- 
brique avec un nombre d'etapes reduit. 
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La presente invention se refers a up. dispositif 
de cathode a decharge et a un procede pour ie fabriquer 
. en vue de son utilisation avec un panneau d'affichage a 
plasma ou un dispositif similaire. 
5 Un hexaborure tel que I'hexaborure ce " lanthane 

(LaB 6 ), superieur pour ses caracteristique de rayonnement 
electronique et sa resistance' a 1 ' impact d'ions, est 
connu comme materiau de cathode a decharge pour le 
dispositif de cathode a decharge. 

10 Dans la demande de brevet japonais publiee n° 55- 

62647, par exemple, il est decrit qu'un hexaborure (par 
exemple LaB 5 ) est utilise comme cathode d'un panneau 
d'affichage a decharge de gaz tel . qu 1 un panneau c'affi- 
chage a plasma, et une couche de LaB 5 est formee sur une 

15 '"electrode de base telle que du nickel ( Ni ) , grace a quoi 
la tension de f onctionnement peut etre fortement reduite. 

Comme procede pour former la couche de La3^, on 
mentionne un procede d' impression de couche epaisse et.un 
procede de couche mince, etc. dans la demande de brevet 

20 japonais publiee n° 55-62647 susmentionnee . On decrit 
aussi un procede de depot de vapeur par impact de fais- 
ceau d' electrons et un procede de projection dans la 
demande de brevet japonais publiee' n* 61-233735 ou la 
demande de brevet japonais publiee n 3 3-101033. 

25 En general, une resistance de feuille dans une 

cathode d'un panneau d'affichage a plasma doir etre fixee 
a 0,1 ohm ou moins. C'est pburquoi, dans Is cas ou la 
cathode sur un substrat comprend seulement . la couche 
mince de LaB-, 1'epaisseur de la couche mince.de La3 4 doit 
. 30 etre fixee a quelques dizaines *de um, et la couche a 
- tendance a se detacher du substrat, ce * qui rend le 
procede inapplicable en pratique. Pour resoudre ce 
probleme, comme decrit dans la demande de brevet japonais 
publiee n° 55-62647, une plaque de nickel comme electrode 
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de base pour la couche de LaB 5 est formee sur le aubstrat 
afin de reduire ainsi l'epaisseur de la couche de LaB 5 . 

Dans le dispositif de cathode a decharge pour un 
panneau d'affichage a plasma. ou un dispositif similaire, 
le materiau de 1 • electrode de base pour la couche de«LaB 6 
doit avoir les proprietes suivantes : 

( 1 ) bonne conductivity 

(2) tres bonne adherence a la couche de La3 5 

(3) bonne souplesse, c'est-a-dire faible rigidite 
(etant donne que la couche de LaB s est soumise a une 
contrainte elevee, elle se brisera si elle n'est pas 
souple). 

(4) resistance a l'oxydation pendant le traite- 
ment_thermique (a 560 - 580°C) dans l'air qui doi^ etre 
effectue ulterieurement . 

' On salt qu'une electrode de base en nickel peut 
etre formee par un precede de couche epaisse ou un 
precede de couche mince. I* couche mince de nickel esr 
mediocre en ter.es de souplesse et de conductivity et 
n'est pas satisf aisante en termes de resistance a x'oxy- 
dation thermique. En consequence, si Von veut cue la 
couche de nickel soit epaissie afin d'obtenir une bonne 
conductivite, la couci-.c dc nickel devient alors plus 
rigide et le probleme se pose que le substrat sera brise 
pendant le traitement thermique a effectuer ulterieure- 

ment . ... 

De plus, selon la demande de brevet jaoonais 

publiee n« 55-62647, une structure de couche mince en 
nickel et une structure de couche mince en LaB s doivent 
etre formees individuellement ( autrement dit, la forma- 
tion simultanee de motifs ou structures par gravure est 
impossible), et 11 est difficile d'aligner de maniere 
precise la structure de la couche mince de nickel avec la 
premiere couche de LaB 6 . 
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D* autre part, quand une couche epaisse de nickel 
est utilisee pour I' electrode de base, elle manifest une 
bonne adherence a la - couche de LaB 5 . Cependant, etant 
donne que la surface de la couche .epaisse de nickel est 
"irreguliere, la surf ace.de la couche de LaB 3 .a former sur 
la surface irreguliere de la couche epaisse de r.ickel 
devient elle" aussi suf f isamment irreguliere pour er.tral- 
ner une adherence mutuelle mediocre. En consequence, il 
arrive que ceci cause un probleme consistant en ce que 
les tensions amorcant une decharge sont differences les 
unes des autres dans chaque cellule d'un reseau dispose 
en matrice avec a la fois des structures d ' anode et de 
cathode . 

La fig. 16 est une vue de dessus d'un afficheur 
bien connu a plasma du type a decharge en courant ccr.tinu 
ayant une electrode d'amorgage. En se referant a la fig. 
16, le panneau d'affichage a plasma comprend un s-bstrat 
de panneau 201 du cote de la cathode, un substrat de 
panneau 210 du cote de 1' anode en regard du subscrat de 
. panneau 201 du cote de la cathode, une structure c* anode 
disposee transversalement 211 consistant en une pluralite 
de" lignes d ' anode formees sur" la .surf ace.., arriere du 
substrat de panneau 210 du cote de -1 ' anode, . une pluralite 
de nervures d* arret 212 formees sur la surface arriere du 
substrat 210 et disposees entre les lignes adjacer.-es de 
la structure d ' anode 211, et une piece d'etancheits 213, 
realisee en verre, pour enfermer hermetiquemeht ur. gaz de 
decharge dans un espace entre le substrat de- panr.eau 201 
du cote de la cathode et le substrat de panneau 210 du 
cote de * 1 * anode . * - 

* " * La fig. 17- est une vue. -de dessus d'un dispositif 
de cathode a decharge dans le panneau d'affichage a 
plasma represents a -la fig. 16. En se. referant a la fig. 
17, le dispositif de cathode a decharge comprend une 
-electrode d'amorgage 202 .et une pluralite d' electrodes 
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terminales 203 formees chacune sur le substrat de panneau 
201 du cote de la cathode, un substrat dielectrique 204 
recouvrant 1 1 electrode d'amorcage 202 a 1* exception de 
ses portions terminales, une structure de cathode 206 
5 disposee longitudinalement consistant en une pluralite de 
lignes de cathode 206a formees sur le substrat dielectri- 
que 204, et une pluralite d 1 electrodes de raccordement 
207 pour relier respectivement les lignes de cathode 206a 
aux electrodes de raccordement 207 . 
10 En se referant a la fig. 18, qui est une vue 

partielle en coupe prise le long de la ligne XVIII-XVIII 
de la fig- 17, une couche mince d 1 aluminium 209 est 
formee sur le substrat dielectrique 204, et une couche 
mince de LaB 6 208 est formee sur la couche mince d'alumi- 
15 nium 209. La structure de cathode 206 a ainsi une struc" 
ture a deux couches consistant en la couche mince d' alu- 
minium 209 et en la couche mince de LaB s 208. 

Pour commander ef f ectivement le panneau d'affi- 
chage a plasma represents a la fig. 16, une tension de 
20 cent volts a quelques centaines de volts au maximum est 
•appliquee a travers le substrat dielectrique 204 enrre la 
structure de cathode 206 et 1 ' electrode d'amorcage 202. 
Le substrat dielectrique 204 doit avoir une tension de 
tenue entre couches plus grande que la tension appliquee 
25 ci-dessus. Le substrat dielectrique 204, cependarvc, est 
fait d'un materiau en couche mince, et possede cone a 
l'interieur de nombreux defauts tels que des iacunes 
susceptibles d/ entrainer un claquage de l'isolant. De 
plus, 1* electrode d'amorcage 202 est aussi faite d'un 
30 materiau en couche mince tel que de 1' argent, en general, 
de sorte qu * une couche de diffusion est formee a 1 ' inter- 
face entre le substrat dielectrique 204 et 1 ' electrode 
d'amorcage 202. De plus, la surface de 1* electrode 
d'amorcage 202 est irreguliere, autrement dit, beaucoup 
35 d'asperites sont presentes a la surface de 1 ' electrode 
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d' amorcage 202, de sorte que des defauts pouvant entrai- 
ner la rupture de l'isolant sont susceptibles d'etre 
provcques sur le substrat dielectrique .204 par les 
asperi tes de 1 ' electrode d ' amorcage 202 . 

En consequence, la tension de tenue du substrat 
dielectrique 204 est fortement reduite dans les parties 
defectueuses et dans la couche de diffusion. II existe 
ainsi, sous la structure de cathode 206, de nombreux 
points ou la tension de tenue du substrat dielectrique 
204 est reduite (occupant 30 a 80% de la surface d'affi- 
chage du panneau d 1 af f ichage a plasma). Cependant, il 
n'est pas possible que la tension de tenue du substrat 
dielectrique 204 soit inferieure a une valeur souhaitee. 

Pour assurer la tension de tenue desiree, il est 
connu-de fixer 1 ' epaisseur. du substrat dielectrique 204 
a une valeur pouvant aller jusqu'a 50 urn ou plus en 
general. Cela signifie.que le substrat dielectrique 204 
est forme par impression repetitive trois a cinq fois et 
calcination de la partie imprimee a chaque fois que le 
processus d 1 impression est termine de maniere a supprimer 
1 1 encombrement de chaque def aut se developpant dans le 
substrat dielectrique 204. 

, Cependant, le ' procede ci-dessus augments le 
nombre total d 1 etapes . De plus, une epaisseur aussi 
elevee du substrat dielectrique 204 entraine un accrois- 
sement du rapport de volume occupe par le substrat 
dielectrique 204 dans 1 ' electrode a espace de gaz de 
decharge 202 par rapport au volume de 1' espace de gaz de 
decharge situe entre la structure' d ' anode 211 et le 
substrat dielectrique 204, rendant ainsi difficile 
d'obtenir un effet d* amorcage. 

De plus, 1 ' augmentation de I'epaisseur du subs- 
trat dielectrique 204 entraine une courbure prononcee du 
substrat dielectrique de panneau . 201 du" cote de la 
cathode apres la calcination du substrat dielectrique 
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204., et cette courbure reagira sur la formation . de la 
structure de cathode 206 dans le processus ulterieur de 
formation de couche mince. De plus, 1 ' irregularite de 
surface du substrat dielectrique 204, lorsqu'il est une 
5 couche epaisse, rendra difficile le processus de forma- 
tion d'une structure de couche mince. 

Incidemment, pour resoudre le probleme ci-dessus 
d ' isolement entre le substrat dielectrique 204 et la 
structure de cathode 206, on sait comment utiliser une 

10 pluralite de lignes d * electrodes d'amorcage, tel que 
propose dans la demande de brevet japonais publiee n° 3- 
269934. La fig. 19 est une vue en perspective d ' une 
structure interne d'un panneau d'affichage a plasma ayant 
une telle ligne d' electrodes d'amorcage. En se referant 

15 a la fig-: — 19, le panneau d'affichage a plasma comprend 
une structure d' electrode d'amorcage 314 consistant en 
une pluralite de lignes d' electrodes d'amorcage 314a et 
une electrode de regroupement d'amorcage 314b reliant et 
regroupant ces lignes d' electrodes d'amorcage 314a. De 

20 plus, une couche isolante 315 est interposee entre une 
structure de cathode 306 et 1 ' electrode de regroupement 
d'amorcage 314b pour assurer 1* isolation entre couches. 

La fig. 20 est une vue partielle en coupe prise 
le long de la ligne XX-XX de la fig. 19. Sur la. fig. 20, 

25 on n'a pas represents un substrat de panneau du cote de 
1' anode 310, une structure d ' anode 311 et une pluralite 
de nervures d ' arret 312. 

Comme montre a la fig. 20, la structure d ' elec- 
trode d'amorgage 314 et la structure de cathode 306 sont 

30 disposees sur le meme plan. Chaque ligne d ' electrodes 
d'amorgage 314a est disposee dans un intervalle defini 
entre les lignes adjacentes de la structure de cathode 
306. Chacune des lignes de dielectrique 304 d'une 
structure de dielectrique 304 est formee de maniere a 

35 recouvrir chacune des lignes d* electrodes d'amorcage 314a 
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et de maniere a ne pas recouvrir la ligne de ca-hode 
306a. Avec cet agencement, la structure de dielectrique 
304 est separee de la structure de cathode. 306, de scrte 
qu'il n r y a pas de probieme de tension de tenue entre 
couches pour la structure de dielectrique telle que 
mentionnee ci-dessus. 

Cependant, il se produit par contre un probieme 
de tension de tenue entre couches pour la couche Isolante 
315 entre la structure de cathode 306 et 1 ' electrode 
d'amorcage de regroupement 314b. Pour obtenir une tension 
de tenue souhaitee pour la couche isolante 315, il est 
necessaire d'augmenter I'epaisseur de la couche isolante 
315 par un procede de couche epaisse tel que mentionne 
precedemment. En consequence, le probieme de l r augmenta- 
tion du nombre d'etapes mentionne precedemment subsiste 
toujours. De plus, la couche isolante 315 et la structure 
de dielectrique 304 doivent etre formees separerr.ent , de 
sorte que le nombre total d 1 etapes est encore augmer.te. 

A ce point de vue, la couche isolante 315 et la 
structure de dielectrique 304 peuvent' etre forrr.ees en 
meme temps en permutant la structure de cathode 3C5 et 
1' electrode de regroupement d'amorcage 314b par rapport 
a la couche isolante 315, ce qui supprime ainsi 1 ' augmen- 
tation du nombre d'etapes. Cependant, le problerr.e de la 
tension de tenue pour la couche isolante 315 subsiste 
toujours, et apres tout on ne peut pas s ' attendre a ce 
que le nombre d'etapes soit plus petit que celui du 
procede ..classique pour .le dispositif de cathode a de- 
charge represents aux fig. 16 a 18. 

En consequence, .c'est, un but de la presente 
invention de fournir un dispositif de cathode a decharge 
•ayant une cathode a decharge devant etre obtenue a partir 
dlun materiau d' electrode superieur-en souplesse, cor.duc- 
ifeivite et resistance. a l'oxydation thermique. 
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C'est un autre but de la presente invention de 
fournir un procede de fabrication pour le disposi-if de 
cathode a decharge ci-dessus- 

C'est encore un autre but de la presente inven- 
tion de fournir un panneau d'affichage a plasma ayant une 
structure telle qu'elle elimine le probleme de tension de 
tenue et augmente 1 ' ef f et d'amorcage, tout en rendant le 
processus de formation de structure pour une pluralite de 
couche minces facile et avec moins d ' etapes . 

Selon un premier aspect de la presente invention, 
il est cree un dispositif de cathode a decharge compre- 
nant: un substrat, une couche d ' aluminium formee sur le 
substrat, et une couche d'hexaborure de lanthanide ou 
d' yttrium formee sur la couche d* aluminium. a . 

Selon un deuxieme aspect de la presente inven- 
tion, il est cree un procede pour fabriquer un dispositif 
de cathode a decharge comprenant les etapes suivantes : 
preparation d ' un substrat ; formation d ' une couche 
d' aluminium sur le substrat ; formation d 1 une couche 
d'hexaborure de lanthanide ou d' yttrium sur la couche 
d' aluminium ; et gravure de la couche d* aluminium en meme 
temps que de la couche d'hexaborure, de maniere a creer 
une structure sur le dispositif de cathode a decharge. 

Selon un troisieme aspect de la presente inven- 
tion, il est cree un procede pour fabriquer un dispositif 
de cathode a decharge comprenant les etapes suivantes : 
formation d * une structure de cathode a couches multiples 
comprenant une couche d ' aluminium et une couche d'hexabo- 
rure de lanthanide ou d ' yttrium sur une plaque de verre 
dielectrique ; formation d * une electrode de raccordement 
reliee a la structure de cathode a couches multiples sur 
la plaque de verre dielectrique ; et frittage de 1' elec- 
trode de raccordement a une temperature inferieure au 
point de ramollissement de la pate de verre dielectrique. 
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Selon un quatriettie aspect de la presente inven- 
tion, il est :cree un dispositif de cathode a decharge 
comprenant: un substrat. ; une couche.de chrome formee sur 
ie substrat;. une couche d r aluminium formee sur la couche 
. de chrome ; et une couche. d 'hexaborure de lanthanide ou 
d! yttrium formee sur. la couche d* aluminium. 

Selon un cinquieme aspect de la presente inven- 
tion, il est cree un procede pour fabriquer un dispositif 
.de cathode a decharge comprenant les etapes suivantes : 
preparation d'un substrat ; formation d ' une couche de 
chrome sur le substrat ; formation d 1 une couche d'alumi- 
.nium sur la couche de chrome ; formation d' t une couche 
d'hexaborure de lanthanide ou d 1 yttrium sur la couche 
d' aluminium ; et attaque chimique de la couche d* alumi- 
nium en -meme temps que de la couche d'hexaborure, de 
maniere a former une struture sur le dispositif de 
cathode a decharge. . 

Selon un sixieme aspect de la presente invention, 
il est cree un procede pour fabriquer un dispositif de 
cathode a decharge comprenant les etapes suivantes : 
preparation d ' un substrat ; . formation d ' une couche 
dielectrique mince sur le substrat . ;. formation d'une 
couche de chrome sur .la couche dielectrique mince ; 
formation ,d ' une • couche d' aluminium sur la couche de 
chrome ; formation d'une couche d'hexaborure de lantha- 
nide ou d' yttrium sur la couche d 1 aluminium ; et attaque 
chimique de la couche d ' aluminium en meme. temps que de la 
couche d'hexaborure, de maniere a former . une structure 
sur le dispositif de cathode a decharge. 

. Selon un septieme aspect de. la presente inven- 
tion, . il est cree un procede pour fabriquer un dispositif 
de cathode a decharge comprenant les etapes suivantes : 
formation t d ' une structure de> cathode a couches multiples 
comprenant. une couche de chrome, une couche d' aluminium 
et une couche d'hexaborure de lanthanide ou d 1 yttrium sur 



2696867 



10 

une. plaque de verre dielectrique ; formation d'une 
electrode de raccordement reliee a la structure de 
cathode a couches multiples sur la plaque de verre 
dielectrique ; et f rittage de 1 ' electrode de raccordement 
a une temperature inferieure au point de ramollissement 
de la pate de verre dielectrique.- 

Selon un huitieme aspect de la presente inven- 
tion, il est cree un procede pour fabriquer un dispositif 
de cathode a decharge comprenant les etapes suivantes : 
formation d'une structure de cathode a couches multiples 
comprenant au moins une couche d' aluminium et une couche 
d ' hexaborure • de lanthanide ou d' yttrium sur urt substrat 
; et insertion d'un isolant entre des cathodes ad jacentes 
' de la structure de cathode . 

Selon utmeuvieme aspect de la presente inven- 
tion, il est cree un dispositif de cathode a decharge 
comprenant: un panneau cote cathode ; une structure de 
cathode a couches multiples comprenant une couche d' alu- 
minium et une couche d ' hexaborure de lanthanide ou 
d T yttrium formee sur le panneau cote cathode ; une 
• electrode de raccordement formee sur le panneau cote 
cathode et reliee a la structure de cathode a couches 
multiples ; une electrode terminale de cathode formee sur 
le panneau cote cathode et reliee a 1 ' electrode de 
raccordement ; un panneau cote anode en regard du panneau 
cote cathode ; et une piece d ' etancheite adherant a la 
totalite de la peripherie du panneau cote cathode et du 
panneau cote anode tout en etant en contact avec 1 ' elec- 
trode de raccordement ou 1 ' electrode terminale de catho- 
de, de maniere a delimiter la structure de cathode a 
couches multiples et la structure d' anode. 

Selon un dixieme aspect de la presente invention, 
il est cree un dispositif de cathode a decharge compre- 
nant : un panneau cote cathode comprenant une structure de 
cathode a couches multiples ayant une. pluralite de lignes 
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de cathode formeessur elle et s 1 etendant vers un cote du 
panneau cote cathode, et une structure d' electrode 
- d 1 ambrgage •' ayant une - -pluralite- de lignes d 1 electrode 
d ' amorgage ■ recouvertes d-' isolant f ormees . sur elle, 
5 disposees entre les lignes adjacentes. de . cathode et 
s' etendant vers un -autre - cote du panneau cote cathode ; 
et des moyens d ' etancheite pour sceller hermetiquement le 
panneau cote cathode et le panneau cote anode . 

Selon un onzieme aspect, de la presente . invention, 
10 il est cree un dispqsitif de cathode a decharge compre- 
• nant : un panneau cote cathode comprenant une structure de 
* 1 cathode a couches multiples ayant une pluralite de lignes 
de cathode f ormees sur elle ; une structure d ' electrode 
d ' amorgage ayant une pluralite de lignes d* electrode 
15 d' amorgage recouvertes d' isolant f ormees sur elle et 
disposees entre les lignes adjacentes de cathode, , les 
deux structures de cathode et d 'electrode ■ d ' amorgage- 
formant une entite et comprenant .1 ' une et 1 ' autre le meme 
materiau ; un panneau cote anode ayant une structure 
20 d' anode formee sur lui ; et des moyens d ' etancheite pour 
sceller hermetiquement le panneau cote cathode et le 
panneau cote anode ' . ■ .■ . 

* Selon un douzieme aspect de : la presente inven- 
tion,* il- est cree un panneau cote cathode comprenant une 
25 structure de cathode ayant une pluralite de lignes de 
cathode f ormees sur elle et recouvertes d ' un isolant au 
■ bord de la structure, une structure d * electrode d'amcr- 
cage ayant une pluralite de lignes d electrode d 1 amorcage 
recouvertes d * isolant* f ormees sur elle et disposees entre 
30- les lignes adjacentes de, cathode, les, deux structures de 
cathode et d' electrode, d,' amorgage .formant, une entite et 
comprenant 1 ' une et 1 ' autre le meme materiau ; un panneau. 
- * cote anode ayant une structure d[anode formee sur lui ; 

• et des moyens d' etancheite pour. sceller hermetiquement le 
35 panneau. cote cathode et ^e . panneau cote anode. 
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La fig. 1A. est une vue de dessus d'un panneau 
d'affichage a plasma comprenant un dispositif de cathode 
a dScharge selon un mode de realisation de la prssente 
invention ; 

la fig. IB est une vue partielle en coupe prise 
selon la ligne B-B de la figure 1A ; 

les fig. 2A a 2D sont des vues de dessus illus- 
trant chaque Stape d'un procede pour fabriquer le dispo- 
sitif de cathode a decharge represents a la fig. 1A ; 

la fig. 3A est une vue en coupe d'une partie 
essentielle du dispositif de cathode a decharge avant la 
calcination des electrodes de raccordement representees 
a la fig. 2D ; 

la fig. 3B est une vue en coupe de la meme partie 
que celle representee a la fig. 3A, apres la calcination 
des electrodes de raccordement ; 

la fig. 4 est une vue schematique illustrant une 
forme lumineuse normale de chaque cellule lumineuse dans 
le panneau d'affichage a plasma represents a la fig. 1A 

la fig. 5 est une vue schematique illustrant une 
forme lumineuse anormale de chaque cellule lumineuse dans 
le panneau d'affichage a plasma represents a la fig. 1A 

la fig. 6 est une vue en coupe illustrant la 
creation d'une couche entre les lignes adjacentes de 
cathode du fait du vieillissement ; 

la fig*. 7 est une vue en coupe d'un disposi~if de 
cathode a decharge selon un autre mode de realisation de 
la presente invention ; * 

la fig. 8 est un graphique montrant une caracte- 
ristique de resistance d'une couche de cathode de Cr/Al/- 
LaB 6 dans le dispositif de cathode a decharge represents 
a la fig. 7, en fonction de la temperature de calcination 
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la fig. 9 est: un graphique montrant une caracteris- 
tique de resistance d'une couche de cathode de Cr/Al/LaB s 
en f onction de 1 ' epaisseur de 'la couche d ' aluminium ; 

la fig. 10 est une vue en coupe ' d ' tin dispositif 
de cathode a decharge selon un autre mode de realisation 
de la presente invention ; 

la fig. 11 est une vue en coupe d ' un dispositif 
de cathode a decharge selon encore un autre mode de 
realisation de la presente invention ; 

la fig. 12 est une vue en coupe d'une piece 
d'etancheite et de sa zone peripherique dans le panneau 
d'affichage a plasma selon les modes de realisation ci- 
dessus de la presente invention ; 

la fig. 13 est une vue partielle en perspective 
d'un dispositif de cathode a decharge selon encore un 
autre mode de realisation de la presente invention ; 

la 'fig. 14 est une vue partielle en coupe prise 
selon la ligne XIV-XIV de la fig. 13 ; 

la fig. 15 est une vue en coupe d'un dispositif 
de cathode a decharge selon encore un autre mode de 
realisation de la presente invention ; 

la fig. 16- est une vue de dessus d'.un panneau 
'd'affichage a plasma comprenant un- dispositif classique 
de cathode a decharge* ; - ' ' * ' *'•" ■ **■■•:•'=*, 

la fig. 17 est une vue de dessus du dispositif de 
cathode a decharge represente a la fig. r 16 ; 

la fig. 18 est une vue partielle en coupe du 

dispositif de' cathode a : decharge represente- a *la fig. 16 

• *■ * . - ' * * . » t ■ ' . . i 

Ta *fig. 19* est une -vue partielle en perspective 
de ia structure interne d''un panneau d'affichage classi- 
que a plasma ayant uhe structure d ' electrode* d ' amorcage 
constituee de plusieurs lignes r et 

la fig. 20- est une vue en coupe prise le long de 
la ligne XX-XX de la fig. 19. - ■ 



2696867 



14 

Exemple 1 

En se referant aux fig. 1A et IB, on a represents 
un panneau d r affichage a plasma employant un dispositif 
de cathode a decharge selori le present exemple. 

Le panneau d'affichage a plasma comprend un 
substrat de panneau cote cathode 1 fait en verre a base 
de soude comme mater iau de base, une electrode d'amorcage 
2 formee sur le substrat 1 par un procede de couche 
epaisse (impression par serigraphie dans cet exemple ; le 
meme ensuite) en utilisant une pate conductrice contenant 
de 1' argent comme materiau principal, une p t luralite 
d' electrodes terminales 3 formee sur le substrat *1 par un 
procede de couche epaisse utilisant une pate conductrice 
contenant de 1' argent, et un substrat en verre dielectri- 
que 4 forme sur 1 1 electrode d ' amorcage 2 par un procede 
de. couche epaisse utilisant une pate de verre dielectri- 
que comme materiau de base. Le substrat en verre dielec- 
trique 4 a une epaisseur de couche de 40 ,£<m. 

Comme on le decrira en detail plus loin, des 
variations de decharge dans chaque cellule lumineuse. (par 
exemple forme de decharge lumineuse, tension d'amorcage 
de decharge etc. de cellules lumineuses ) peuvent etre 
reduites en supprimant les asperites moyennes de surface 
du substrat en verre dielectrique 4 et en les ramenant a 
1-2 ftm ou moins . 

Une couche d' aluminium 5 sous forme de couche 
mince, ayant . une epaisseur de 2 jum est formee sur le 
substrat 4 a une temperature de substrat de 200 °C par 
projection ( le .depot de vapeur ou le plaquage ionique 
sont aussi possibles). L ' epaisseur de la couche d' alumi- 
nium 5 est de preference de 0,5 ^m ou davantage, du point 
. de vue de la conductivity . Une couche de LaB 6 6 sous forme 
de couche mince ayant une epaisseur de 0,2 /<m est formee 
par projection sur la couche d ' aluminium 5. L'epaisseur 
de la couche de LaB 6 est, de preference, de 0,1 ^m ou 
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davantage af in de recouvrir la couche d ' aluminium comme 
couche sous-jacente. La couche d' aluminium 5 et la couche 
de ,LaB 5 6 - f orment ensemble . une structure .de. cathode 12 
constitute d-'.une pluralite de ..lignes de . cathode. La 
structure de cathode 12 constitue une cathode a decharge. 

La couche mince de la couche de LaB 6 6 formee. par 
pulverisation a des contraintes internes elevees . Sa 
forme de couche mince est done difficile a conserver et 
la couche mince est susceptible de se reduire eh poudre. 

Cependant, dans cet exemple, etant donne que la 
couche d' aluminium 5 est formee comme couche sous-jacente 
pour la couche de LaB 6 6, les contraintes internes de la 
couche de LaB s 6 sont en grande partie absorbees par la 
couche d* aluminium 5 en raison de la flexibility de 1 * alumi- 
nium. C f est pourquoi I'epaisseur de la couche de LaB s peut 
etre reduite jusqu'a une valeur inferieure au micrometre, 
dans la mesure ou aucun decollement n'est susceptible de 
se produire. 

Le panneau d'affichage a plasma comprend encore 
un substrat de panneau cote anode 8 fait en verre a base 
de soude comme materiau.de base, une structure d ' anode 9 
constitute d'une pluralite de lignes d f anode 9a formees 
sur le substrat 8, une pluralite de nervures d' arret 10 
disposees chacune entre les lignes d' anodes 9a adjacentes 
et formees par un procede de couche epaisse, et une piece 
d'etancheite 11 faite d'un verre a point de fusion bas 
pour adherer au substrat de panneau cote cathode 1 et au 
substrat de panneau cote anode 8 sur leurs parties 
peripheriques exterieures, en confinant entre ceux-ci un 
gaz de decharge.. Le gaz de decharge, tel qu'un melange 
argon-neon, est confine hermetiquement dans l'espace 
entoure par la piece d'etancheite 11. Le panneau d'affi- 
chage a plasma est construit de cette maniere. 

Alors que dans cet exemple la couche d ' aluminium 
5 est .utilisee comme couche sous-jacente pour, la couche 
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de LaB 5 , : on a pre sent e dans le tableau ' 1 une comparaison 
avec une couche de nickel (couche epaisse et couche mince 
comme mentionne auparavant), une couche d f argent (couche 
mince ) et une couche d ' or ( couche mince ) . 



17 



2696867 



y c s 



• ^ X <y 

Q <— 
v 9 - w 



.2 - 

w cs S 
u « c ? 



-4-1 


c 




ivi 




[ui 




tivi 


• 


id i 


vy 

y 


c 


COI 



O X! 



o ~ 



I 

o 



o ■ 



O x 



O * 



, 77 * 



O x 

VO 
fN 



O J 



C x 
oc 



<y y 

O i. 13 

w cc O 

3 — 

O 

VI 



g* 0 



o £ 



c 



o 
O 



■ a 

<o 

# . 

c 
o 
O 



a 



o * 



a 



2696867 



18 



• comme 11 apparait clairement dans le tableau 1, 
la couche d' aluminium de cet example est: satisf aisante a 
la f ois du point de vue de la flexibility de la conduc- 
tivity de !• adherence a la couche de LaB s et, de la 
resistance a 1'oxydation thermique. En particulier, elle 
est excellente vis-a-vis. de 1 • adherence a la couche de 
LaBj . Meme quand elle est formee par un precede de couche 
mince tel que la projection ou autre,, la couche d ■ alumi- 
nium 5 de cet exemple est tres bonne dans son adherence 
a la couche de LaB 6 6. Toutes les couches minces de la 
couche d' aluminium 5 de 1' exemple 1, la couche d ■ argent 
"au controle 3 et la couche d'or du controle 4, aussi bien 
que la couche de nickel du controle 2 ont des epaisseurs 

_de 2 pm. ''„,-., 
La couche de nickel (couche mince) du controle 2 

es t bonne du point de vue de 1' adherence a la couche de 
LaB 6 tout comme la couche d' aluminium, mais elle n'est pas 
aussi bonnd en flexibility et en conductivity. La couche 
ae nickel (couche epaisse : 30 ,<m d'epaisseur) du con- 
trole 1 est. bonne en conductivite, mais les oaracterxsti- 
ques de decharge de la couche de LaB 6 ne peuvent pas etre 
mises a profit. Autrement dit, la surf ace de la couche de 
LaB s devient inegale en raison de la surf-n, inegale de 
la couche de nickel (couche epaisse), suffisamment pour 
deteriorer les caracteristiques de decharge telles que la 
forme lumineuse de cellules et la tension d'amorcage de 

decharge^ d , argent du CO ntrole 3 ' est la meilleure 

du point de vue de la conductivite, mais elle n'est pas 
aussi bonne. en adherence a la couche de LaB s . De plus, la 
forme de cette couche mince ne peut pas etre conservee, 
ce qui provoque un detachement sous forme de poudre 

La couche d'or du controle 4 est bonne en flexi- 
bility et en conductivite. Elle est bonne aussi en 
adherence a la couche de LaB 6 (moins bonne, cependant, que 
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la couche d ' aluminium ) et en resistance a ' 1 ■ oxydation 
thermique. En consequence, la couche d'or peut etre 
employee comme couche -sous- jacente d' electrode pour la 
couche deLaB 6 , mais elle n'est pas uti'lisable en pratique 
en raison de son cout eleve. 

Tout bien considere, il apparait que 1 ' aluminium, 
est un materiau optimal pour la couche -sous- jacente 
d' electrode pour la- couche de LaB s 6 du point de vue du 
cout et de la formation de structures en association avec 
la couche de LaB 6 6.. . 

: Alors que la couche de LaB 5 6 "est f ormee sur la 
couche d' aluminium 5. dans cet exempli des hexaborures de 
lanthanide tels que CeB^ PrB a ,' NdB 5 , SmB 5 , EuB 5 , etc. 
peuvent etre utilises au lieu de LaB 6 . De plus, on peut 

aussi utiliser YB 6 . 

Un processus de fabrication pour le panneau 
d'affichage a plasma represents a la f ig- • 1A va etre 
decrit maintenant en se referant aux fig. 2A a 2D. 

Dans la premiere etape, montree a la fig. 2A, 
1- electrode d'amorcage 2 et 1 • electrode terminale 3,' 
toutes deux faites d'une pate conductrice contenant de 
1' argent comme materiau de base, sont formees sur le 
oubstrat de. panneau cote cathode 1'par- un precede de 
couche epaisse. Ensuite, le substrat de' verre. dielectri- 
que 4 ayant une epaisseur de couche de 40 ^ est forme 
sur 1' electrode d'amorcage 2 par un precede, de couche 
epaisse. ... 

• ■ -Dans .la.deuxieme etape representee a- la fig. 2B, 

' la'- couche .. d' aluminium 5 et "la 1 couche • de -.LaB s 6 sont 
••• formees dans cet ordrepar projection "sur le substrat en 
« verre dielectrique 4 afinde former- une couche mince a 
couche multiples 7. Dans', la formation de cette couche 
mince a couches, multiples 7, un masque est. prevu pour 
recouvrir une partie exposee de 1 • electrode d'amorcage 2 
•• et une. region des electrodes terminales , 3 iafin qu'elles 
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1* rouche d' aluminium 5 ni 

r "J- 1 : - — r 

P ! ^structure a neuter plus tard. V electrode 
formats de -*™°* u ^ ^ terminales 3 peuvent etre 

d'amorcage 2 et les electrode & La C ouche 

S protegees d^un liquide 

d . aluminium 5 et a la couche de 6 . u 2C 

Dans la troisieme etape representee a la fig- 2C, 

savers un masque - ^ £ormer une struc ture 

pement est alors effectueP & ^ ^ 

p^terminee " — dans 

couche d' aluminium 5 sont alors a ^ 

15 , l-o-^P"-^-^^.-:.-^ nitride, 
phosphorique ^ LaBs , est aW1 ,e la 

Autrement dit, la . ^ CQUChe d - aluminium 

premiere pour exposer la 

5 e t ceci est ^ par _ & Bultiple , 

20 nium 5, — ^"coincide avec la structure de 
7 ayant une structure qui ctute de cathode 

photoresist est obtenue et forme la s.ructu 
12 . B^ui™, 1« structure de photoresist est .-ti- P 
obtenir l'etat represents a la fig- 2C. 

Dans la quatrieme etape representee a la fig- 2D. 
25 n TL d electrodes <ie raccordement 13 est formee 

une pluralite d electroa u *iiisa-rt une pate 

„ nrocede de couche epaisse en utmsan.. 

. -Iductr^^ 
.3 0 . r^rSK - ~s terminal. 

De cette maniere, 1. panneau c6te cathode est 

° btenU ' Si les 'electrodes de raccordement 13 sont calci- 
Si les exe ramollissement 
35 n ees a une temperature proche du point de 
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du substrat en verre dielectrique 4, il existe 
possibility que des irregularites de surface de 20 
environ soient produites sur les surfaces de la structure 
de cathode 12 et des electrodes de raccordement 13 apres 
5 calcination, causant d' importantes variations de decharge 
parmi les cellules lumineuses. 

La fig. 3A represente l'etat de surface ce la 
structure de cathode 12 et des electrodes de raccordement 
13 avant calcination, et la fig. 3B montre leur etat de 
10 surface apres calcination. 

Un mecanisme de formation de ' telles inegalites 
'sur les "surfaces de la structure 'de cathode 12 et des 
electrodes de raccordement 13 va etre decrit maintenant. 

Dans une etape d' elevation de temperature lors de^ 
15 la calcination des electrodes de " raccordement 13, 1 ' etat 
de surface represente a la fig. 3A est conserve a une 
'temperature inferieure de 50°C ou davantage au ■ point de 
ramollissement (585«C, par exemple) du substrat en verre 

dielectrique 4. 

Ceci est du au facteur suivant. Le coefficient de 
dilatation thermique de la couche d ' aluminium 5 est plus 
grand que celui du 'substrat ' en verre dielectrique 4. 
Tandxs qu« des, r.cntrainte 3 sent produites a -la 'surf ace du 
substrat 4 au cours de 1' elevation de temperature, le 
substrat de verre 4 reste done plan etant donne cue sa 
rigidite est au moins superieure a celle de la couche 
d 1 aluminium 5. La couche d' aluminium 5, ayant une flexi- 
bility superieure' a celle du substrat de verre 4, conti- 
nue a adherer au ' substrat de verre 4 et emmagasine une 
contrainte de compression. ' ' 

Cependant , quand ' la ' temperature aftiei-nt le point 
de ramollissement du substrat d'e verre 4; "la rigidite du 
substrat de verre . 4 disparait,' et en consequence la 
couche d' aluminium 5 relac'he la contrainte de compression 
• emmagasinee jusqu'ici et augmerite ' i. ■ etendue de sa surfa- 
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ce. II en resulte que le substrat de verre 4,.n'ayant 
deja plus de rigidite, est tire par la couche d* aluminium 
5 pour former 1 * inegalite de surface telle que montre a 
la fig. 3B. Dans cette condition, la contrainte de la 
surface du substrat 4 est progress ivement relachee. 

Finalement, dans une phase d ' abaissement de 
temperature jusqu'a ce que la temperature redescende au 
point de ramollissement du substrat de verre 4, la 
condition de relachement de contrainte du substrat en 
verre 4 est conservee. 

Cependant, meme quand la temperature continue a 
decroitre bien au-dessous du point de ramollissement, 
1' inegalite de surface du substrat en verre 4 est conser- 
vee pendant le ref roidissement . 

— Dans la phase ulterieure d 1 abaissement de tempe- 
rature, etant donne que les forces de contraction de- la 
couche d f aluminium 5 sont plus faibles que la rigidite du- 
substrat en verre 4 maintenant pourvu d ' une surface 
inegale, la contrainte de tension est aussi stockee dans 
la couche ondulee d' aluminium 5, entrainant la deteriora- 
tion des caracteristiques de decharge, autrement dit un 
desordre dans la forme lumineuse des cellules et une 
augmentation de la tension d'amorcage de decharge. 

Incidemment, une temperature de calcination de 
diverses structures de couche epaisse du panneau d'affi- 
chage a plasma est fixee dans une gamme de 560 a 600 °C. 
Cette gamme de temperature est determinee compte tenu de 
la resistance mecanique des structures de couche epaisse 
qui sera exigee apres calcination. Pour cette raison, la 
calcination des structures de couche epaisse est jusqu'i- 
ci realisee a une gamme de temperature de 560 a 600° C 
dans I'etape de la figure 2C. 

Cependant, si les electrodes de raccordement 13 
sont calcinees a cette gamme de temperature dans I'etape 
de la fig. 2D, 1' inegalite de surface du substrat 4 sera 
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produite comme deer it ci-dessus, parce que cette gamme de 
temperature est voisine du point de ramollissement du 
substrat en verre 4, ou superieure a ce point. 

Par exemple, quand on a utilise un substrat en 
verre 4 ayant un point* de ramollissement "de 585 °C / 
I'inegalite de surf ace' du substrat 4 a' commence a appa- 
raitre de mahiere notable a une temperature de calcina- 
tion d'environ 540°C. Compte tenu de ce resultat, la 
temperature de calcination, des electrodes de raccordement 
13 est fixee de preference a une temperature inferieure 
de 50°C ou davantage au point "de* ramollissement du 
substrat en verre 4, ce' qui evite ' ainsi I'in'egalite de 
surface' du substrat 4l ' ' ' * v -■«* ."• *• : 

La formation - des electrodes de raccordement 13 a 
pour but de relier electriquement la structure de cathode 
12 aux electrodes terminales 3. C'est pourquoi la lon- 
gueur des electrodes de raccordement 13 peut etre relati- 
vement courte, de sorte qu'il est moins necessaire 
d'obtenir une conductivity elevee dans les electrodes de 
raccordement 13 elles-memes. En consequence, il est 
seulement necessaire de conserver une resistance mecani- 
que des electrodes de raccordement 13 - dans le cas de 
calcination a une temperature proche de 540°C^ La resis- 
tance mecanique des electrodes de raccordement' 13 calci- 
nees a une telle temperature relativement basse peut etre 
assuree en selectionnant de maniere -appropriee la pate 
conductrice contenant de 1 ! argent, de sorte qu'une 
proportion relativement . grande ' (plusieurs dizaines de 
pour -cent) d'une composante de.. verre-. a point, de fusion 
bas peut "etre contenue dans la :pate: conductrice. 

Entre-tempsy dans 1 ' etape- ■suivant .la calcination 
des electrodes' • de raccordement 5 ■ 1-3' a une n temperature 
relativement basse, il'existe une possibility pour qu ' une 
couche*^ isolante tres mince -(-que * l* 1 on croit- etre une 
couche* ' d ' oxyde : * de""'- lanthane, " * mais -* ^les - details de ce 
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phenomene n'ont pas ete tires au clair) se soit formee a 
1 1 interface entre la structure de cathode 12 ei ies 
electrodes de raccordement 13, ce qui a pour consequence 
la deconnexion entre la structure de cathode 12 et les 
' electrodes terminales 3. Cependant, apres l'achevement du 
panneau cote cathode comprenant cette couche isolante et 
1' assemblage du panneau d'affichage a plasma represents 
a . la fig. 1A, la couche isolante peut etre detruite 
immediatement en appliquant une tension de 100 a 200 
volts au panneau d r affichage a plasma. La formation d.'une 
couche isolante n ' a done pas d ' ef f et def avorable sur 
1' utilisation effective du panneau d'affichage a plasma. 

. Le panneau d 1 af f ichage . a plasma d'un type a 
decharge a courant continu represents a la fig. 1A, est 
construit en assemblant le panneau cote cathode tarmine 
ci-dessus et le panneau cote anode avec la piece d'etan- 
cheite 11. 

L ' emission de lumiere par decharge a courant 
continu peut etre realisee en appliquant une tension 
entre les anodes et les cathodes du panneau d'affichage 
a plasma. Pendant les essais, un echantillon de panneau 
d'affichage a plasma a ete prepare en choisissant un pas 
de cellule (longueur d'un cote de chaque cellule) ce 0,35 
mm, une largeur de ligne de la ligne de cathode 12a de 
0,18 mm, une largeur de chaque nervure d'arret .10 ce 0,15 
mm et une hauteur de chaque nervure d' arret 10 de 0,15 
mm, et en utilisant un melange gazeux de neon et d* argon 
(0,5 volume en pourcentage d'argon) sous une pression de 
350. torrs comme gaz.de decharge a confiner herme-ique- 
ment. Une tension d'amorcage initiale a l'etape.ou aucune 
tension n'etait appliquee a 1 1 electrode d'amorcage etait 
d' environ 180 V pour chaque cellule. Ensuite, quand une 
tension a ete appliquee en permanence par 1 1 intermediaire 
de l r electrode d'amorcage entre les anodes et les catho- 
des, un effet de vieillissement a bientot ete mis en 
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oeuvre pour augmenter la luminosite et pour obtenir pour 
chaque cellule une tension d'amorcage de 1.10-120 . V et une 
tension de tsnue de- decharge de 95-100 V, ce qui a permis 
d 1 obtenir ainsi la caracteristique . des cathodes en LaB 6 . 
v. ' . * La fig- 4 represente la condition lumineuse de 
chaque cellule 90 a cet instant. Comme il apparait a la 
figure 4, la forme lumineuse de chaque cellule 90 est 
uniforme et satisf aisante. 
Exemple 2 

II. existe cependant une possibilite pour que la 
forme de chaque cellule .90 devienne non uniforme, comme 
le montre .la. fig. 5,- quand se deroule le processus de 
vieillissement susmentionne . En particulier, un eclaire- 
ment partiel de chaque cellule 90, ou des divergences de 
forme des cellules lumineuses 90 peuvent se produire. 
Alors que cette disparite dans la forme de chaque cellule 
90 est amelioree progress ivement en continuant le vieil- 
lissement avec la tension de 150 V, la condition uniforme 
telle que representee a la fig. 4 ne peut pas etre 
retablie,. et une telle forme disparate de chaque cellule 
.90 devient finalement stable . 

.De plus, quand- le. vieillissement est poursuivi 
pendant , une' longue: periode avec la tension de 150 V, il 
existe .la possibilite que se produise un court-circuit 
entre les lignes adjacentes de cathode 12a. Autrement 
dit,. comme montre a la fig. 6, on a trouve qu'une couche 
conductrice .14 se formait entre les lignes adjacentes de 

.cathode. 12a dlune maniere telle qu * elle croissait depuis 
les parois laterales. des lignes adjacentes, causant ainsi 

.le , court-circuit. De . plus, . on a aussi trouve qu'une 
cpmposante primaire de la .couche conductrice 14 etait 

. 1 'aluminium. . A partir de ces faits, on suppose que les 
parois. laterales exposees des couches adjacentes d* alumi- 
nium 5 sont-pulyerisees par le vieillissement pour former 
la couche conductrice 14. La formation *de* la couche 
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conductrice 14 -est aussi causee par le rait que les bords 
des structures 'des lignes adjacentes de cathode 12a sont 
abrupts et done susceptibles de concentrer une decharge 
et d* amplifier une perturbation locale de pulverisation. 

Compte tenu des phenomenes ci-dessus, les limita- 
tions suivantes dolvent etre acceptees afin d'appliquer 
de maniere pratique la structure de cathode 12 composee 
de la couche d' aluminium 5 et de la couche de LaB s 6. 

1 . La forme lumineuse de chaque cellule lumineuse 
est autorisee a demeurer dans un etat desordonne. 

2. La tension a appliquer doit etre reduite a une 
valeur inferieure ou egale a 120 V, et un courant de 
decharge doit aussi etre supprime autant que possible de 
maniere a supprimer ainsi la pulverisation des parois 
laterales de cnaque couche d ' aluminium 5 . 

Cependant, ces limitations donnent naissance a 
des obstacles en ce qui concerne la qualite et la lumino- 
site d'un affichage. 

En consequence, il est souhaitable de rendre 
uniforme la forme lumineuse de chaque cellule lumineuse 
apres vieillissement, et de supprimer la formation de 
courts -circuits entre les lignes adjacentes de la struc- 
ture de cathode, sans avoir a observer les limitations 
ci-dessus. 

On va maintenant decrire un autre exemple realise 
en tenant compte des points . ci-dessus, dans lequel les 
memes numeros de reference que ceux de l'exemple 1 
designent les memes elements. 

En se referant a la fig. 7 qui illustre l'exemple 
2, le numero de reference 15 designe une couche mince de 
chrome et le numero de reference 16 designe une structure 
de cathode a couches multiples constitute de la couche 
mince de chrome 15, d'une couche d ' aluminium 5 et d'une 
couche de LaB s 6. II a ete confirme qu'aucun court-circuit 
ne se produit entre les lignes adjacentes de cathode 16a 
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quand on utilise ef f ectivement un panneau d'affichage a 
plasma comprenant la structure de cathode 16 avec une 
tension appliquee d ' environ 150 V. 
. ■., r:z _ : . - Selon ce. mode , de realisation pref erentiel, la 

5 couche mince de chrome 15 est formee comme couche sous- 
.jacente -pour la couche d f aluminium 5, afin d'ameliorer 
- . ainsi sensiblement la forme lumineuse de chaque cellule 
lumineuse et de reduire le risque de court-circuit entre 
les lignes adjacentes de cathode 16a. On salt en general 
10 .que la. formation de la couche mince, de chrome 15 comme 
souche sous-jacente pour la couche d' aluminium 5 contri- 
• , . . bue a ameliorer 1 1 adherence de la couche d ' aluminium' 5 a 
la couche sous-jacente ( c ' est-a-dire la couche mince de 
chrome 15). Cependant, on considere que le fait d'augmen- 
15 ter 1' adherence n'-est pas lie directement a une ameliora- 
tion, substantielle des caracteristiques de decharge, 
parce que l'on a observe que la structure de cathode 12 
constitute de la couche d ' aluminium 5 et de la couche de 
LaB s 6 dans 1 ' exemple precedent ne se decolle pas a la fin 
20 du vieillissement . 

A la suite de recherches, il a ete confirme que 
le chrome est. .diffuse dans la couche d ' aluminium de 
maniere ,a modifier completement la couche d 1 aluminium 5 
. • pendant, 1 ' etape : de .„ calcination . pour les electrodes de 
25- raccordement 13. Autrement dit, on suppose qu'un bord de 
structure. en un alliage de Al-Cr peut montrer une resis- 
tance a la pulverisation, ce qui augmente ainsi la duree 
, „ . > de .yie.de decharge. 4 

* - » La fig. 8 represente la variation de resistance 

;30 de,. feuille^ de la. structure de cathode 16 en fonction des 
^ • ^ .variations de temperature pendant le traitement thermi- 
-que, > dans ^.laquelle «un trait continu represente la resis- 
, tance.de feuille apres. traitement , thermique, et un trait 
, ... ( interrompu represente la resistance de feuille avant 
3.5..-. .traitement ther ; mique._ La -duree du , traitement thermique 
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est de 15 minutes. Le graphique montre que la resistance 
de feuille avant traitement thermique est de 15 mil- 
liohms, ce qui est une valeur raisonnable parce qu'elle 
est presque identique a celle (14 milliohms) de la couche 
d' aluminium 5' ayant une epaisseur de 2 fim et sans de- 
fauts. Corame le montre la fig- 8, la resistance de 
feuille augmente avec une augmentation de la temperature 
de traitement thermique. Par exemple, a une temperature 
correspondaht a la temperature de calcination (500'C 
environ ) pour les electrodes de raccordement 13 , la 
resistance de feuille prend environ trois fois sa valeur 
d' avant traitement thermique. Cette variation peut etre 
verifiee settlement par le fait que la couche d ' aluminium 
5 est modifiee de maniere globale par le traitement 
thermique. De plus, cette variation de resistance de 
feuille n'est pas observee du tout dans la structure de 
cathode 12 consistant en la couche d' aluminium 5 et en la 
couche de LaB 3 selon 1 ' exemple 1 . 

La fig. 9 montre la variation de resistance de 
feuille de la structure de cathode 16 apres traitement 
thermique i une temperature fixe de 580 "C en fonction 
d'une variation d' epaisseur de la - couche • d 1 aluminium 5. 
Comme il apparaxt a la figure' 9, un taux de variation de 
la resistance de feuille augmente quand decroit 1' epais- 
seur de la couche d' aluminium 5. On considere, A partir 
des donnees d'essai ci-dessus, qu'il est certain que 
toute diffusion se produit dans - 1 ' interface entre. la 
couche mince de chrome 15 et la couche d' aluminium 5 en 
raison du traitement thermique. La profondeur de la 
diffusion atteint un niveau de 2 /<m. En consequence, on 
considere que les parois laterales de la couche d' alumi- 
nium 5 changent de composition du fait de la calcination 
des electrodes de raccordement 13, ce qui entraine une 
resistance a la pulverisation en atmosphere de decharge 
et accroit ainsi la duree de vie. 
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La structure de cathode 16. est formee par le 
procede suivant . D '-abo'rd/ -1 ' electrode d'amor^age 2, les 
electrodes terminales 3 et le substrat en verre dielec- 
trique 4 sont formes sur le substrat de panneau cote 
cathode 1 de la meme maniere qu'a 1 ' exeraple 1.- Ensuite, 
une couche mince de chrome .ayant une epaisseur de 0,15 
ftm, une couche* mince d.' aluminium ayant une epaisseur de 
2 fim et une couche mince de LaB 6 ayant une epaisseur de 
0,2 fim sont formees dans cet ordre par projection afin de 
former, une couche mince a .couches multiples sur le 
substrat en verre dielectrique 4 .., L ' epaisseur de la 
couche mince -de chrome est de preference comprise entre 
0,05 a 0,-3 ^m. ■ ; 

Un photoresist est alors applique a une surface 
entiere de la couche mince a couches multiples forme sur 
le substrat en verre 4. Le photoresist est, alors expose 
a la lumiere a travers un dessin de masque predetermine, 
et le developpement est ef f ectue pour former une struc- 
ture predeterminee de resist sur la couche mince a 
couches multiples. Ensuite, la couche mince de LaB s et la 
couche mince d' aluminium sont attaquees par un melange 
-liquide d' acide phosphor ique, d -acide- acet ique et d * acide 
riitrique afin de former ainsi la 'Couche . de LaB 6 6 et la 
■" couche * d* aluminium- 5 . . * '■• * - * J ^ 

La couche mince de chrome est alors attaquee par 
une solution melangee * a chaud - de 'thio-uree • et d* acide 
sulfur ique afin de former ainsi la couche mince de chrome 
15. ' La* structure' de cathode 16 constitute -de la couche 
mirice'de chrome 15,*de la couche d' aluminium 5 et de la 
couche' 'de LaB 6 correspondent au motif de resist est ainsi 
formee sur le' substrat- en verre 4. Ensuite., le motif de 
resist est retire af in d ' obtenir .la configuration repre- 
sentee a -la* fig; 7. ' - * ■*. - 

Dans 1" etape d 1 attaqiie chimique -de...,' la couche 
mince de chrome 15, les bords lateraux- de chaque couche 
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d 1 aluminium 5 deviennent en biseau ou trapezoidaux comme 
represents a la fig. 7. En raison de tels bords lateraux 
en biseau, la possibility d'une decharge concentree est 
reduite, ce qui rend ainsi uniforme la forme lumineuse de 
chaque cellule lumineuse'. 

Apres avoir forme la structure de cathode 16 , les 
electrodes de raccordement 13 sont formees a une tempera- 
ture de calcination de 500 °C environ afin d'obtenir un 
panneau cote cathode. Le panneau cote cathode ainsi 
obtenu et un panneau cote anode semblable. a .celui de 
l'exemple 1 sont alors assembles pour obtenir un panneau 
d'affichage a plasma de la meme maniere qu'a l'exemple 1. 
Le panneau d'affichage a plasma ainsi obtenu a un pas.de 
cellule de 0,35 mm, une largeur de ligne de structure de 
cathode 16 de 0,18 mm— une largeur de chaque nervure 
d' arret 10 de 0,15 mm et une hauteur de chaque nervure 
d* arret 10 de 0,15 mm. 

En.utilisant.ee panneau d'affichage a plasma, un 
essaid 1 application de tension similaire a celui.de 
l'exemple 1 a ete realise. Dans 1 ' etape ou aucune tension 
: d '.etait appliquee a 1 * electrode d'amorcage 2, la tension 
initiale- d'amorcage etait de 180 V environ pour chaque 
cellule. A cet instant, la forme lumineuse de chaque 
cellule lumineuse etait exactement reguliere comme celles 
de la matr ice. representee a la fig. 4. 

Ensuite, quand une tension a ete appliquee en 
permanence par 1 ■ intermediate de 1' electrode d'amorgage 
2, l'effet de vieillissement s ' est bientot developpe pour 
augmenter la luminosite de chaque cellule tout en mainte- 
nant- une- forme uniforme. Finalement, une tension d'amor- 
cage de decharge de 110 a 120 V et une tension de tenue 
de decharge de 95 a 100 V pour chaque cellule ont ete 
atteintes afin d'obtenir la caracteristique de decharge 
*des cathodes en LaB 6 . 
Exemple 3 
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Dans l 1 exemple 2 mentionne ci-dessus, la couche 
mince de chrome 15 est formee directement sur le substrat 
en. verre 4, et ,dans 1 1 etape .d 1 attaque chimique ' pour la 
couche mince de chrome 15,. le substrat en verre 4 est 
expose au liquide d* attaque destine. a attaquer la couche 
mince de chrome. 

Cependant, dans certains cas, ie substrat de 
verre 4 contient une compos ante soluble dans le mordant 
chimique ( le melange liquide de thio-uree et d'acide 
sulfurique) destine a attaquer .la couche mince de chrome. 
Dans ce cas, la surface exposee du. substrat de verre 4 
apres- I 1 attaque chimique de .la couche mince .de chrome 
devient rugueuse et semble blanche d ' aspect . De plus, la 
rugosite de la surface exposee est .irreguliere. Si le 
substrat de verre 4 ayantnme telle surface rugueuse est 
utilise pour assembler le panneau d'affichage a plasma, 
le panneau d'affichage a plasma est deteriore globalement 
en ce qui concerne le contraste, et prend un aspect 
mediocre en raison de 1 1 irregularite de la rugosite de 
surface. De plus, dahs le cas ou la rugosite de surface 
est grande, il existe une possibility que la forme 
lumineuse de ch'aque cellule lumineuse soit irreguliere 
comme represents a la fig. 5, en depit de la presence de 
la couche, mince de chrome 15. 

Pour faire face a ce probleme, selon cet exemple, 
une couche mince d'isolant ayant une resistance au 
mordant chimique destine a la couche mince de chrome 15, 
telle qu'une couche mince de Sib 2 , est formee sur toute 
la surface du substrat en verre 4 . En se ref erant a la 
fig. 10. qui illustre. cet exemple, ie numero de reference 
17 designe une couche mince de Si0 2 ayant uhe epaisseur 
de 0,3 <am formee par projection'. La couche de'Si0 2 '17 sert 
a proteger le substrat en verre 4 de 1' erosion causee par 
le, mordant,, assurant ainsi une bonne visibilite du 
panneau d'affichage a plasma. De oius, la couche mince 
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isolante 17 peut etre une couche mince d'un materiau 
vitreux pouvant etre obtenu par decomposition de verre 
alkoxyde ou similaire. 
Exemple 4 

Dans 1* exemple precedent, la formation du court- 
circuit entre les lignes adjacentes de cathode 16a est 
evitee en changeant la composition de la couche d'alumi- 
nium 5 . 

Au contraire, selon -cat exemple tel que montre 
a la fig- 11, nervure d'isolement 18 d'une couche 

epaisse de verre est formee- dans un espace defini entre 
les lignes adjacentes de cathode 12a. La nervure d 1 isole- 
ment 18 sert a empecher de par sa geometrie la formation 
de courts-circuits. 

En se referant ensuite a la fig. 12 representant 
une vue en coupe de la piece d'etancheite 11 representee, 
a la fig. 1A, on a montre que la piece d'etancheite 11 
est situee separement des deux extremites de chaque ligne 
de cathode 12a. Si la piece d'etancheite 11 est situee 
juste sur la structure de cathode 12, la. fermeture 
etanche du gaz a decharge confine dans le panneau d'affi- 
chage a plasma ne peut pas etre assuree . 

Une description du mecanisme de ce phenomene va 
maintenant etre donnee. En general, la piece d'etancheite 

11 est formee en chauffant un verre a point de fusion 
faible vers 430 °C environ pour 1 ' adapter au substrat 1 du 
panneau cote cathode et au substrat 8 du panneau c6te 
anode, et en ref roidissant ensuite le verre fondu afin de 
le durcir. Si la piece d'etancheite 11 est en contact 
avec la structure de cathode 12, la structure" de cathode 

12 sera tiree sur le cote inferieur par le substrat de 
verre 4 et sera aussi tiree sur le cote superieur par la 
piece d'etancheite 11 durcie pendant l'etape de refroi- 
dissement de la piece d'etancheite 11. H en resulte que 
meme si la difference de coefficient de dilatation entre 
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ie substrat de verre 4 et la piece d ' etancheite 11 est 

reduite, une contrainte anormale sera creee dans la 

structure de cathode 12 qui entraxnera la separation de 

la structure de cathode 12 d'avec,. spit le substrat en 

verre 4 soit la piece d' etancheite 11. En consequence, la 

fermeture etanche du panneau d'affichage a plasma sera 

supprimee par une telle separation. . II est done neces- 

saire que la piece d ' etancheite 11 soit situee separement 

de la structure de cathode 12 de maniere a entrer en 

contact avec les .electrodes de raccordement 13 et/ou les 

electrodes terminales 3.. 

" ■ - Exemple 5 . 

1 En se referant aux fig. 13 et 14, on a represents 

tin panneau d 1 af f ichage a plasma selon 1 r exemple 5 de la 

presente invention, dans lequel un substrat de panneau 

cote anode, une structure d' anode, une pluralite de 

nervures d ' arret et une piece d' etancheite semblables a 

ceux des exemples precedents ne sont pas representes. 

A la fig. 13, le numero de reference 1121 designe 

globalement une structure de couche mince fgrmee sur un 

substrat 101 de panneau cote cathode. Bien que non 

representee,, la .structure de couche mince 1121 a une 

structure a double couche consistant en une structure de 

couche mince d' aluminium, comme couche inferieure et en 

une structure de couche mince de LaB 3 comme couche 

superieure, comme la structure representee a la fig. IB. 

La structure de couche mince 1121 a une epaisseur de 

couche de 4 2,5 <wm. La structure de couche mince 1121 est 

constitute d ' une structure de cathode 2121 consistant en 

une pluralite de lignes de cathode 1219*, d'une structure 

- * * • * . ' : • ■ .. % , - - : - 

d" electrode d'amorgage 3121 consistant en une pluralite 

* • •...-■»-..» 

de .lignes d ' electrode . d'amorgage' 121b" disposees en 
alternance avec les lignes de cathode 121a, d'une. elec- 
trode _ de regroupement d'amorgage 4121* regroupant les 
lignes d ' electrode d'amorgage 121b aux "extremites d'un 
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cote du substrat 101, et d'une borne d" electrode d' amor- 
gage 5121 s'etendant a partir de V electrode de regroupe- 

ment d'amorcage 4121. 

Les lignes de cathode 121a sont tracees suit un 
autre cote du substrat 101 dans une direction oppo see a 
celle des lignes d' electrodes d'amorcage 121b. 

Une structure de dielectrique 104 est formee sur 
le substrat 101 de maniere a recouvrir entierement la 
structure d ■ electrode d ■ amorcage 3121 et 1'electrode de 
regroupement d' amorcage 4121. En consequence, il n'y a 
pas de . probleme d' isolation entre couches entre la 
structure de cathode 2121 et les trois autres, a savoir 
la structure d'electrode d'amorcage 3121, 1 ' electrode.. de 
regroupement d'amorcage. 4121 et la borne d'electrode 
d'amorcage 5121. Autrement dit~ la couche isolante -315 
representee a la fig- 19 peut etre eliminee selon cet 
exemple. De plus, etant donne qu'il n'y a pas de probleme 
tel que celui de 1' isolation entre couches tel que 
mentionne ci-dessus, la structure de dielectrique ^104 
peut avoir un defaut de cette importance sans que la 
structure d'electrode d'amorcage 3121 et 1'electrode de 
regroupement d'amorcage 4121 ne soient exposees. En 
' conseauence. le nombre de repetitions d' impression par 
serigraphie pour former la structure de dielectrique 104 
25 peut etre reduit jusqu'a deux environ, de sorte que 
1'epaisseur de la structure de dielectrique 104 peut 
: devenir 30 ftm environ. Dans ce contexte, il n'est pas 
necessaire de realiser une calcination de la structure de 
dielectrique 104 chaque fois que 1' impression est execu- 
30 tee ce qui attenue ainsi considerablement le probleme 
relatif au nombre d'etapes comme mentionne precedemment . 
De plus, etant donne que 1'epaisseur de la structure de 
dielectrique- 104 peut etre reduite jusqu'a 30 environ 
le rapport du volume de la structure de dielectrique 104 
35 situee sur la structure d'electrode d'amorcage 3121 par 
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rapport: au volume de 1 ' atmosphere de gaz de decharge ; 
comprise entre la 'structure d' anode et la structure de 
dielectrique 104 peut ' etre reduit, afin de. : ,renf orcer 
ainsi un effet d'amorgage. 

De plus/ la 'structure 1 de cathode 2121,. la struc- 
ture d 1 electrode 'd ' amor cage 3121 1 'electrode de regrou- • 
pement d ' amorcage 4121* et la borne- d 'electrode d' amor- 
cage 5121 sont formees ensemble -par photolithographie en 
un seul cycle sur une couche mince ayant une structure a. 
doubie couche de Al/LaB 5 . 'C ' est vpourquoi /Is nombre 
d'etapes peut encore etre reduit. *De plus;- etant ;donne 
que le* substrat : 101 de pahneau cote cathode, a*. une regula- 
rise * et une planeite 'de surface satisf aisantes, il est 
avantageux d'utiliser la photolithographie pour former la 
structure de couche mince 1121. Cefavantage peut aussi 
etre obtenu dans ie cas ou la structure de couche mince 
1121 est formee sur tout materiau autre .que- Al/LaB 3 . 

De plus, la structure de couche mince 1121 peut 
etre remplacee par une structure de couche epaisse formee 
sur du nickel ou un metal similaire par serigraphie et 
calcination. Dans ce cas aussi, les effets mentionnes 
auparavant de reduction du nombre ■ d * etapes et. d ' absence 
de prbbleme dans 1 ' isolation entre couches peuvent etre 
mis en evidence. *' ■ 

Exemple 6 

.Dans l'exemple 5 ci-dessus,. les bords de struc- 
ture de chaque ligne de cathode 121a sont exposes comme 
represent^ * a la fig."* 14:- Une telle, structure: entrainera 
un desordre dans la : forme "lumineuse . de chaque cellule 
iumineuse ' comme represents -a 1 ; lav f ig.-V 5; v .De plus, il 
existe' un " prb&leme " de court-circuit entre les, ^lignes 
adjacentes de cathode du au temps' de* decharge accumule, 
"comme mentionne'precedemment ia -l 'exemple 2 . - Qoncernant ce 
probleme ■ de* court-circuit; r -1" '-exemple ,5.- precedent le 
'resout'aVec ia' ; struct:ure l dielectrique: 104- disposee entre 
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les lignes adjacentes de cathode 121a. Cependant, etant 
donne que la hauteur de la structure dielectrique 104 est 
seulement de 30 um environ, l'effet de suppression de 
formation de courts -circuits est limite. 

Comma indique p'recedemment , on estime que la 
disparite dans la forme lumineuse de chaque cellule lumi- 
neuse comme represents a la fig. 5 est provoquee par la 
situation consistant en ce que les bords de structure de 
chaque ligne de cathode 121 sont abrupts . Autrement Sit, 
on- considere qu'une decharge concentree sur 1'un des 
bords abrupts de structure, : ou sur tous les deux, provo- 
quera la disparite dans la forme de chaque cellule 
lumineuse. De plus, on considere que la formation^ de 
courts-circuits entre les lignes adjacentes de cathode 
121a est provoquee par le phenomene suivant : les parois 
. laterales opposees de chaque couche mince d' aluminium 
sont soumises a une pulverisation dans 1 ' atmosphere, de 
decharge et emettent des atomes d' aluminium qui se 
deposeront dans 1 ' espace delimite par les lignes adjacen- 
tes de cathode 121a. La decharge concentree sur les bords 
de structure accompagne une augmentation de densite 
locale de courant de decharge, ampiifiant ainsi la 
perturbation de pulverisation ci-dessus. 

Ces problemes peuvent etre elimines en grande 
partie avec la structure representee a la fig. 15 selon 
la presente invention. Comme il apparait dans la fig. 15, 
les bords de structure de chaque. lignes de cathode 121a 
sont recouverts par la structure dielectrique 104. Selon 
cette disposition, les bords de structure des lignes de 
cathode 121a peuvent etre empeches d'etre exposes a 
1' atmosphere de decharge, eliminant ainsi de maniere 
remarquable les problemes ci-dessus de decharge concen- 
tree et de perturbation de pulverisation. II en resulte 
■que la forme lumineuse de chaque cellule lumineuse peut 
etre rendue uniforme comme represents a la fig- 4, afin 
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d'obtenir ainsi une bonne qualite d' image. De plus, etant 
donne que la- perturbation de p,ulverisation est largement 
supprimee, la duree de vie: de decharge peutetre sensi- 
blement. accrue. . ^\ . •-•*•■. 

: . ■ Dans cet • exemple, un , autre pr obi eme ya se poser 

relatif a la .tension de .tenue . de la . structure <Jielectri- 
que 104, parce. que la. structure dielectrique 104 est en 
contact a la fois avec-la structure de cathode 121a et la 
structure d 1 electrode d'amorcage 121b. Cependant, la 
tension de tenue a prendre en compte maintenant est 
celle existant dans l'espace delimite par la structure de 
cathode 2121 et la structure d f electrode d'amorgage 3121 
formee sur le meme plan, et ce prbbleme est different en 
nature de celui de la tension de tenue entre couches tel 
que mentionne precedemment . En consequence f la hauteur de 
la structure dielectrique 104 n'a pas besoin d'etre 
augmentee pour obtenir ainsi l'effet de reduction du 
nombre d 1 etapes comme a 1 ' exemple 5 . 

La tension de tenue de la structure dielectrique 
104 dans cet exemple peut etre suf f isamment garantie en 
ajustant une dimension d f intervalle entre la structure de 
cathode 2121 et la structure d r electrode d ' amorcage 3121 
adjacentes, ce qui sera du au dessin de la forme de la 
structure de cathode 2121 et de la structure d' electrode 
d'amorcage 3121. Autrement dit, en fixant une marge 
suf f isante pour 1 ' intervalle ci-dessus dans la conception 
de la structure, la probability d ' une. tension de tenue 
insuff isante de la structure dielectrique 104 peut etre 
fortement reduite, meme si 1 ' etat de la structure dielec- 
trique 104 est quelque peu modifie du fait de la calcina- 
tion et de 1 ' impression. 

De plus, au cas ou la structure de cathode et la 
structure d r electrode d'amorcage sont formees par photo- 
lithographie d'une couche epaisse formee de nickel ou 
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d'un metal similaire, les memes effets que ceux mention- 
nes ci-dessus peuvent etre obtenus. 

II doit etre compris que les effets d'ameliora- 
tion de la qualite d' image et d ' augmentation de la duree 
5 de vie de decharge obtenus ci-dessus ne sont pas lies a 
I' existence de la structure d* electrode d'amorcage 121b 
situee sous la structure dielectrique 104. Autrement dit, 
les effets ci-dessus peuvent etre obtenus en recouvrant 
avec un isolant les bords abrupts de structure de la 
10 structure de cathode. 
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REVEND1CATIONS 
1. Dispbsitif d'affichage a decharge de gaz 

comprenant : ■ 

un panneau cote cathode ( 1; 101 ) comprenant une 
structure de'*cathode a couches multiples (7) ayant une 
pluralite de lignes de cathode (* 12a"; 16a; 1219 ) formees sur 
elle'et s ' etendarit vers un cote du panneau cote cathode, 
et une structure d' electrode d'amorcage ayant une plura- 
lity de lignes d ' electrode d 1 amorcage (i21b) recouvertes 
d'isolant, formees sur elle, disposees entre les lignes 
adjacentes de cathode ( 12a; 16a; 1219 ) et s ' etendant vers 
un autre cote du panneau cote 'cathode (1;101) ; 

un panneau cote anode ( 8 ) ' ayant une structure 
d* anode (9) formee sur lui ; et 

des moyens d'etancheite (11) pour sceller herme- 
tiquement le panneau cote cathode (1;101) et le panneau 
cote anode ( 8 ) . 

2'. Dispositif d'affichage a decharge de gaz 
comprenant : 

un panneau cote cathode (1;101) comprenant une 
structure de cathode a couches multiples (12;16;1121) 
ayant uhe pluralite de lignes de cathode ( 12a ; 16a; 12i9 ) 
formees sur elle et une'' structure d'' electrode d'amorcage 
(2) ayant une "pluralite" de lignes d ; ' electrode d'amorcage 
(12ib) : recouvertes d* isolant, -formees' sur elle et dispo- 
sees entre les * lignes adjacentes de cathode (12a;- 
16a; 1219), les deux structures de cathode et d ' electrode 
d'amorcage (2) formant une entite et comprenant 1 ' une et 
1 1 autre le meme materiau; 

un panneau cote anode (8) ayant une structure 
d ' anode ( 9 ) formee sur lui ; et 

des moyens d'etancheite (11) pour sceller herme- 
tiquement le panneau cote cathode (1;101) et le panneau 
cote anode ( 8 ) . 
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3. Dispbsitif d'affichage a decharge de gaz 
comprenant : - 

un panneau cote cathode (1;101) comprenant une 
structure de cathode a couches multiples (12; 16; 1121) 
ayant une pluralite de lignes de cathode ( 12a; 16a; 1219 ) 
formees sur elle et recouVertes d * un isolant au bord de 
la structure, une structure d' electrode d ' amorgage (2) 
ayant une pluralite de lignes d' electrode d 1 amorgage 
(121b) recouvertes d' isolant, formees sur elle et dispo- 
sees entre les lignes adjacentes de cathode (12a;- 
16a; 1129 ) , les deux structures de cathode (12; 16; 1121) et 
d 1 electrode d'amorcage (2) formant une entite et compre- 
nant I'une et 1' autre le meme materiau ; 

un panneau cote anode ( 8 ) ayant une . structure 
d' anode (9) formee sur lui ; et 

des moyens d'etancheite (11) pour sceller herme- 
tiquement le panneau cote cathode (1;101) et le panneau 
cote anode ( 8 ) . 

4. Dispositif de panneau d'affichage a decharge 
a gaz selon 1 ' une quelconque des revendications 11 a 13, 
dans lequel t la structure de cathode (12; 16; 1121) et la 
structure d f electrode (2) d'amorcage comprennent une 
couche multiple (7) ayant une couche mince de LaB 6 (6). 
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FIG. 2A 



FIG. 2B 



FIG. 2C 



FIG. 2D 
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FIG.-3A 
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FIG. 5 
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FIG. 8 
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FIG. 13 
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FIG. 15 
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FIG. 17 
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FIG. 19 
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